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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査電極と複数のデータ電極を有し、前記走査電極と前記データ電極が交差する
位置にて容量性の発光素子がマトリクス配置されてなる表示パネルと、
  出力段に前記複数の走査電極の各々に対してドレインが共通接続されたＰチャンネルＦ
ＥＴとＮチャンネルＦＥＴを有し、前記複数の走査電極に対し正負のフィールド毎に異な
る極性にて選択的に走査電圧を出力して選択走査を行う走査電極駆動回路と、
  前記複数のデータ電極に対しデータ電圧を出力するデータ電極駆動回路とを備え、
  前記走査電圧と前記データ電圧の合成波形を前記発光素子に線順次走査方式で印加して
表示を行うようにしたディスプレイ装置において、
  前記データ電極駆動回路は、前記データ電圧として変調電圧と接地電圧のいずれかを前
記データ電極に出力するようになっており、
　前記ＰチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧の２倍を超える
正極性の走査電圧を生成する電源に接続され、負のフィールド時に接地電圧を生成する電
源に接続され、前記ＮチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧を
生成する電源に接続され、負のフィールド時に前記正極性の走査電圧と前記変調電圧の差
の電圧を接地電圧から引いた負極性の走査電圧を生成する電源に接続され、前記走査電極
駆動回路は、前記正のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記変調電圧と同じ電
圧にするとともに、選択走査を行う走査電極に対して前記正極性の走査電圧を出力し、前
記負のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記接地電圧にするとともに、選択走
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査を行う走査電極に対して前記負極性の走査電圧を出力するようになっており、
  前記データ電極駆動回路は、フィールド反転後、始めて選択走査を行う前に、前記複数
のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおいては前記接地電圧にし、前記負フィール
ドにおいては前記変調電圧にして、全ての発光素子に前記変調電圧分の電圧を充電し、こ
の充電後、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおいては前記変調電圧に
し、前記負フィールドにおいては前記接地電圧にして、前記走査電極駆動回路の前記Ｐチ
ャンネルＦＥＴとＮチャンネルＦＥＴの寄生ダイオードの極性により、前記発光素子に充
電された電荷を保持するようになっていることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記フィールド反転後の始めての選択走査は、前記複数の走査電極のうち１行目の走査
電極に対する選択走査であることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記走査電極駆動回路および前記データ電極駆動回路は、前記選択走査を行った後、そ
の走査電極に接続された発光素子に蓄積した電荷を放電する経路を形成するようになって
おり、
  前記データ電極駆動回路は、前記放電後に、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フ
ィールドにおいては前記接地電圧にし、前記負フィールドにおいては前記変調電圧にして
、前記選択走査が行われた走査電極に接続された発光素子に前記変調電圧分の電圧を充電
するようになっていることを特徴とする請求項１または２に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記データ電極駆動回路は、前記選択走査が行われた走査電極に接続された発光素子に
前記変調電圧分の電圧の充電が行われた後、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フィ
ールドにおいては前記変調電圧にし、前記負フィールドにおいては前記接地電圧にして、
前記走査電極駆動回路の前記ＦＥＴの寄生ダイオードの極性により、前記発光素子に充電
された電荷を保持するようになっていることを特徴とする請求項３に記載のディスプレイ
装置。
【請求項５】
　複数の走査電極と複数のデータ電極を有し、前記走査電極と前記データ電極が交差する
位置にて容量性の発光素子がマトリクス配置されてなる表示パネルと、
  出力段に前記複数の走査電極の各々に対してドレインが共通接続されたＰチャンネルＦ
ＥＴとＮチャンネルＦＥＴを有し、前記複数の走査電極に対し正負のフィールド毎に異な
る極性にて選択的に走査電圧を出力して選択走査を行う走査電極駆動回路と、
  前記複数のデータ電極に対しデータ電圧を出力するデータ電極駆動回路とを備え、
  前記走査電圧と前記データ電圧の合成波形を前記発光素子に線順次走査方式で印加して
表示を行うようにしたディスプレイ装置において、
  前記データ電極駆動回路は、前記データ電圧として変調電圧と接地電圧のいずれかを前
記データ電極に出力するようになっており、
  前記ＰチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧の２倍を超える
正極性の走査電圧を生成する電源に接続され、負のフィールド時に接地電圧を生成する電
源に接続され、前記ＮチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧を
生成する電源に接続され、負のフィールド時に前記正極性の走査電圧と前記変調電圧の差
の電圧を接地電圧から引いた負極性の走査電圧を生成する電源に接続され、前記走査電極
駆動回路は、前記正のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記変調電圧と同じ電
圧にするとともに、選択走査を行う走査電極に対して前記正極性の走査電圧を出力し、前
記負のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記接地電圧にするとともに、選択走
査を行う走査電極に対して前記負極性の走査電圧を出力するようになっており、
  前記走査電極駆動回路および前記データ電極駆動回路は、前記選択走査を行った後、そ
の走査電極に接続された発光素子に蓄積した電荷を放電する経路を形成するようになって
おり、
  前記データ電極駆動回路は、前記放電後に、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フ
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ィールドにおいては前記接地電圧にし、前記負フィールドにおいては前記変調電圧にして
、前記選択走査が行われた走査電極に接続された発光素子に前記変調電圧分の電圧を充電
し、この充電後、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおいては前記変調
電圧にし、前記負フィールドにおいては前記接地電圧にして、前記走査電極駆動回路の前
記ＰチャンネルＦＥＴとＮチャンネルＦＥＴの寄生ダイオードの極性により、前記発光素
子に充電された電荷を保持するようになっていることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記複数の走査電極または前記複数のデータ電極のそれぞれは両端から同時に電圧が印
加されるようになっていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載のデ
ィスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容量性の発光素子、例えばＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子を発光駆
動して表示を行うディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＥＬ素子の発光駆動を行う回路として特許文献１に示されるものがある。このも
のにおいては、ＥＬ素子を画素としてマトリクス配置し、走査側およびデータ側にそれぞ
れ走査側ドライバＩＣ、データ側ドライバＩＣを備え、それぞれのドライバＩＣにより、
正負のフィールド毎に極性の異なる駆動電圧パルスを線順次走査方式でＥＬ素子に印加し
て画像表示を行うようにしている。
【０００３】
　具体的には、正フィールドでは、走査側ドライバＩＣからオフセット電圧（変調電圧Ｖ
ｍと同じ電圧）を基準電圧として走査電極に電圧Ｖｒを順次出力する選択走査を行い、ま
たデータ側ドライバＩＣから、発光させるＥＬ素子には接地電圧を、非発光状態とするＥ
Ｌ素子には変調電圧Ｖｍをデータ電極に出力する。また、負フィールドでは、走査側ドラ
イバＩＣから接地電圧を基準電圧として走査電極に－Ｖｒ＋Ｖｍの電圧を順次出力し、デ
ータ側ドライバＩＣから、発光させるＥＬ素子には変調電圧Ｖｍを、非発光状態とするＥ
Ｌ素子には接地電圧をデータ電極に出力する。
【０００４】
　そして、Ｖｒの電圧が印加されたＥＬ素子が発光し、Ｖｒ－Ｖｍの電圧が印加されたＥ
Ｌ素子が非発光状態になるようにしておくことにより、マトリクス配置されたＥＬ素子を
選択的に発光させて、画像表示が行われるようにしている。なお、選択走査の終了後、選
択走査が行われた走査電極に接続されたＥＬ素子に蓄積された電荷が放電されるようにな
っている。
【特許文献１】特開平９－５４５６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した従来の構成のものによれば、フィールド切替時および選択走査後に、ＥＬ素子
に蓄積された電荷が放電されるため、その後に他の走査電極に対する選択走査を行う際に
そのＥＬ素子に回り込み電流が流れて充電が行われる。すなわち、正フィールドでは、各
走査電極の基準電圧がＶｍの電圧になっているため、データ電極の電圧が接地電圧になる
と、変調電圧Ｖｍで充電されていないＥＬ素子に電流が流れ、そのＥＬ素子が充電される
。また、負フィールドでは、各走査電極の基準電圧が接地電圧になっているため、データ
電極の電圧が変調電圧Ｖｍになると、変調電圧Ｖｍで充電されていないＥＬ素子に電流が
流れ、そのＥＬ素子が充電される。この充電により流れる電流は、発光に寄与しないため
、不要な回り込み電流となる。
【０００６】
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　このような不要な回り込み電流は、データ側ドライバＩＣがＥＬ素子を発光させようと
するときに同時に流れるため、発光駆動用の出力電流が低い場合は、駆動波形がなまり、
輝度ムラとなる。その駆動波形のなまりは、発光駆動用の電圧波形およびデータ電圧波形
の変化によって生じる。例えば、走査側ドライバＩＣに電源回路から上記した電圧（すな
わち正フィール時におけるＶｒとＶｍの電圧、負フィールド時における－Ｖｒ＋Ｖｍの電
圧と接地電圧）が供給され、それぞれのフィールドにおける電圧が単一電源を用いて作成
されているときには、電源回路と走査側ドライバＩＣの間のラインの抵抗成分などによっ
て、上記した回り込み電流が流れると正フィールドにおいてはオフセット電圧Ｖｍが低下
し、負フィールドにおいては接地電圧が上昇し、それに伴って発光駆動用の電圧Ｖｒ、－
Ｖｒ＋Ｖｍが変化するため、ＥＬ素子に十分な発光駆動電圧を印加することができなくな
る。特に、何行か非発光画素が続いた直後の行で、発光画素が多いような表示をする場合
には、上記した回り込み電流が大きくなるため、発光駆動用の電圧Ｖｒ、－Ｖｒ＋Ｖｍの
変化が大きくなる。このような発光駆動用の電圧の変化に加え、回り込み電流によってデ
ータ電圧波形も変化するため、上記した輝度ムラが生じる。なお、このような輝度ムラは
、階調制御などでパルス幅を小さくする必要があるときには、選択走査電極上の画素に十
分な電圧を印加することができないため、特に大きくなる。
【０００７】
　本発明は上記問題に鑑みたもので、選択走査時に不要な回り込み電流が流れるのを防止
して、輝度ムラが生じないようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、走査電極と複数のデータ電極を
有し、前記走査電極と前記データ電極が交差する位置にて容量性の発光素子がマトリクス
配置されてなる表示パネルと、
  出力段に前記複数の走査電極の各々に対してドレインが共通接続されたＰチャンネルＦ
ＥＴとＮチャンネルＦＥＴを有し、前記複数の走査電極に対し正負のフィールド毎に異な
る極性にて選択的に走査電圧を出力して選択走査を行う走査電極駆動回路と、
  前記複数のデータ電極に対しデータ電圧を出力するデータ電極駆動回路とを備え、
  前記走査電圧と前記データ電圧の合成波形を前記発光素子に線順次走査方式で印加して
表示を行うようにしたディスプレイ装置において、
  前記データ電極駆動回路は、前記データ電圧として変調電圧と接地電圧のいずれかを前
記データ電極に出力するようになっており、
  前記ＰチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧の２倍を超える
正極性の走査電圧を生成する電源に接続され、負のフィールド時に接地電圧を生成する電
源に接続され、前記ＮチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧を
生成する電源に接続され、負のフィールド時に前記正極性の走査電圧と前記変調電圧の差
の電圧を接地電圧から引いた負極性の走査電圧を生成する電源に接続され、前記走査電極
駆動回路は、前記正のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記変調電圧と同じ電
圧にするとともに、選択走査を行う走査電極に対して前記正極性の走査電圧を出力し、前
記負のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記接地電圧にするとともに、選択走
査を行う走査電極に対して前記負極性の走査電圧を出力するようになっており、
  前記データ電極駆動回路は、フィールド反転後、始めて選択走査を行う前に、前記複数
のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおいては前記接地電圧にし、前記負フィール
ドにおいては前記変調電圧にして、全ての発光素子に前記変調電圧分の電圧を充電し、こ
の充電後、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおいては前記変調電圧に
し、前記負フィールドにおいては前記接地電圧にして、前記走査電極駆動回路の前記Ｐチ
ャンネルＦＥＴとＮチャンネルＦＥＴの寄生ダイオードの極性により、前記発光素子に充
電された電荷を保持するようになっていることを特徴としている。
【０００９】
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載のディスプレイ装置において、前記フィー
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ルド反転後の始めての選択走査は、前記複数の走査電極のうち１行目の走査電極に対する
選択走査であることを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載の発明では、請求項１または２に記載のディスプレイ装置において、前
記走査電極駆動回路および前記データ電極駆動回路は、前記選択走査を行った後、その走
査電極に接続された発光素子に蓄積した電荷を放電する経路を形成するようになっており
、
　前記データ電極駆動回路は、前記放電後に、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フ
ィールドにおいては前記接地電圧にし、前記負フィールドにおいては前記変調電圧にして
、前記選択走査が行われた走査電極に接続された発光素子に前記変調電圧分の電圧を充電
するようになっていることを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載の発明では、請求項３に記載のディスプレイ装置において、前記データ
電極駆動回路は、前記選択走査が行われた走査電極に接続された発光素子に前記変調電圧
分の電圧の充電が行われた後、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおい
ては前記変調電圧にし、前記負フィールドにおいては前記接地電圧にして、前記走査電極
駆動回路の前記ＦＥＴの寄生ダイオードの極性により、前記発光素子に充電された電荷を
保持するようになっていることを特徴としている。
【００１２】
  請求項５に記載の発明では、複数の走査電極と複数のデータ電極を有し、前記走査電極
と前記データ電極が交差する位置にて容量性の発光素子がマトリクス配置されてなる表示
パネルと、
  出力段に前記複数の走査電極の各々に対してドレインが共通接続されたＰチャンネルＦ
ＥＴとＮチャンネルＦＥＴを有し、前記複数の走査電極に対し正負のフィールド毎に異な
る極性にて選択的に走査電圧を出力して選択走査を行う走査電極駆動回路と、
  前記複数のデータ電極に対しデータ電圧を出力するデータ電極駆動回路とを備え、
  前記走査電圧と前記データ電圧の合成波形を前記発光素子に線順次走査方式で印加して
表示を行うようにしたディスプレイ装置において、
  前記データ電極駆動回路は、前記データ電圧として変調電圧と接地電圧のいずれかを前
記データ電極に出力するようになっており、
  前記ＰチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧の２倍を超える
正極性の走査電圧を生成する電源に接続され、負のフィールド時に接地電圧を生成する電
源に接続され、前記ＮチャンネルＦＥＴのソースは、正のフィールド時に前記変調電圧を
生成する電源に接続され、負のフィールド時に前記正極性の走査電圧と前記変調電圧の差
の電圧を接地電圧から引いた負極性の走査電圧を生成する電源に接続され、前記走査電極
駆動回路は、前記正のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記変調電圧と同じ電
圧にするとともに、選択走査を行う走査電極に対して前記正極性の走査電圧を出力し、前
記負のフィールドにおいて、前記走査電極の電圧を前記接地電圧にするとともに、選択走
査を行う走査電極に対して前記負極性の走査電圧を出力するようになっており、
  前記走査電極駆動回路および前記データ電極駆動回路は、前記選択走査を行った後、そ
の走査電極に接続された発光素子に蓄積した電荷を放電する経路を形成するようになって
おり、
  前記データ電極駆動回路は、前記放電後に、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フ
ィールドにおいては前記接地電圧にし、前記負フィールドにおいては前記変調電圧にして
、前記選択走査が行われた走査電極に接続された発光素子に前記変調電圧分の電圧を充電
し、この充電後、前記複数のデータ電極の電圧を、前記正フィールドにおいては前記変調
電圧にし、前記負フィールドにおいては前記接地電圧にして、前記走査電極駆動回路の前
記ＰチャンネルＦＥＴとＮチャンネルＦＥＴの寄生ダイオードの極性により、前記発光素
子に充電された電荷を保持するようになっていることを特徴としている。
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【００１３】
　請求項６に記載の発明では、請求項１ないし５のいずれか１つに記載のディスプレイ装
置において、前記複数の走査電極または前記複数のデータ電極のそれぞれは両端から同時
に電圧が印加されるようになっていることを特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。なお、以下に説明する第１実施形
態が特許請求の範囲に記載した発明の実施形態であり、第２実施形態は参考例である。
（第１実施形態）図１に第１実施形態を示すＥＬ表示装置の全体構成を示す。表示パネル
１は、発光層の一方の側に複数の走査電極２０１、２０２、２０３、…が形成され、他方
の側に複数のデータ電極３０１、３０２、３０３、…が形成されたもので、走査電極２０
１、２０２、２０３、…は行方向に、データ電極３０１、３０２、３０３、…は列方向に
配置されている。そして、走査電極２０１、２０２、２０３、…とデータ電極３０１、３
０２、３０３、…のそれぞれの交差領域には、画素としてＥＬ素子１１１、１１２、…１
２１、…が形成されている。なお、ＥＬ素子は容量性の素子であるため、図ではコンデン
サの記号で表している。
【００１５】
　この表示パネル１の表示駆動を行うために、走査側ドライバＩＣ（走査電極駆動回路）
２およびデータ側ドライバＩＣ（データ電極駆動回路）３が設けられている。走査側ドラ
イバＩＣ２は、プッシュプルタイプの駆動回路であって、走査電極２０１、２０２、２０
３、…に接続されたＰチャンネルＦＥＴ２１ａ、２２ａ、２３ａ…とＮチャンネルＦＥＴ
２１ｂ、２２ｂ、２３ｂ、…を有しており、制御回路２０からの出力信号に従って走査電
極２０１、２０２、２０３、…に走査電圧（電圧パルス）を印加する。なお、ＦＥＴ２１
ａ、２１ｂ、２２ａ、２２ｂ、２３ａ、２３ｂ、…には、寄生ダイオード２１ｃ、２１ｄ
、２２ｃ、２２ｄ、２３ｃ、２３ｄ、…がそれぞれ形成されており、走査電極を所望の基
準電圧に設定する。
【００１６】
　データ側ドライバＩＣ３も、同様に、ＰチャンネルＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…
とＮチャンネルＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…を有しており、制御回路３０からの出
力信号に従ってデータ電極３０１、３０２、３０３、…にデータ電圧を供給する。走査電
圧供給回路５、６は、走査側ドライバＩＣ２に走査電圧を供給する。走査電圧供給回路５
は、スイッチング素子５１、５２を有しており、そのオンオフ状態に応じて、書き込み電
圧Ｖｒまたは接地電圧（０Ｖ）を、走査側ドライバＩＣ２におけるＰチャンネルＦＥＴソ
ース側共通線Ｌ１に供給する。走査電圧供給回路６は、スイッチング素子６１、６２を有
しており、そのオンオフ状態に応じて、書き込み電圧－Ｖｒ＋Ｖｍまたはオフセット電圧
Ｖｍを、走査側ドライバＩＣ２におけるＮチャンネルＦＥＴソース側共通線Ｌ２に供給す
る。
【００１７】
　データ電圧供給回路７は、データ側ドライバＩＣ３にデータ電圧を供給するもので、具
体的には、データ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴソース側共通線に変調電圧Ｖｍ
を供給し、ＮチャンネルＦＥＴソース側共通線に接地電圧を供給する。上記構成において
、ＥＬ素子を発光させるには、走査電極とデータ電極との間に交流のパルス電圧を印加す
る必要があり、このためフィールド毎に正負に極性反転するパルス電圧を各走査線毎に作
成して駆動を行うようにしている。以下、図２に示すタイミングチャートを参照して、正
負フィールドでの作動について説明する。
（正フィールド）スイッチング素子５１、６２をオン、５２、６１をオフにする。この時
、走査電極２０１、２０２、２０３、…の基準電圧は、走査側ドライバＩＣ２のＦＥＴの
寄生ダイオード２１ｄ、２２ｄ、２３ｄ、…の作動により、電圧Ｖｍとなっている。また
、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオンし、データ電極３
０１、３０２、３０３、…の電圧をＶｍにする。この状態では、全てのＥＬ素子に印加さ
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れる電圧が０Ｖになるため、ＥＬ素子は発光しない。
【００１８】
　次に、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…を接地電圧とする。このとき、走査側ドライバＩＣ２の
寄生ダイオード２１ｄ、２２ｄ、２３ｄ、…の作動により、全ての走査電極からＥＬ素子
を介してデータ側ドライバＩＣ３に電流が流れ、全てのＥＬ素子が変調電圧Ｖｍ分充電さ
れる。その後、再びデータ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオン
し、データ電極３０１、３０２、３０３、…の電圧をＶｍにする。このとき、走査側ドラ
イバＩＣ２の寄生ダイオードの極性により、ＥＬ素子に充電された電荷は放電しない。
【００１９】
　この後、正フィールドでの発光動作を開始する。まず、１行目の走査電極２０１に接続
されている走査側ドライバＩＣ２のＰチャンネルＦＥＴ２１ａをオンにして、走査電極２
０１の電圧をＶｒにする。また、他の走査電極に接続されている走査側ドライバＩＣ２の
出力段ＦＥＴを全てオフにしそれらの走査電極をフローティング状態にする。
【００２０】
　一方、データ電極３０１、３０２、３０３、…のうち発光させたいＥＬ素子のデータ電
極に接続されているデータ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴをオフ、Ｎチャンネル
ＦＥＴをオンにし、発光させたくないＥＬ素子のデータ電極に接続されているデータ側ド
ライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴをオン、ＮチャンネルＦＥＴをオフにする。
【００２１】
　このことにより、発光させたいＥＬ素子のデータ電極の電圧が接地電圧になるため、Ｅ
Ｌ素子にしきい値電圧以上の電圧Ｖｒがかかり、ＥＬ素子が発光する。また、発光させた
くないＥＬ素子のデータ電極の電圧はＶｍのままとなり、ＥＬ素子にはしきい値電圧より
低いＶｒ－Ｖｍの電圧が印加されるため、ＥＬ素子は発光しない。
【００２２】
　図２のタイミングチャートでは、データ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴ３１ａ
をオフ、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂをオンにして、ＥＬ素子１１１にＶｒの電圧を印加し
、ＥＬ素子１１１を発光させる状態を示している。この後、１行目の走査電極２０１に接
続されている走査側ドライバＩＣ２のＰチャンネルＦＥＴ２１ａをオフ、ＮチャンネルＦ
ＥＴ２１ｂをオンにし、データ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴ３１ａ、３２ａ、
３３ａ、…をオン、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…をオフにすることに
より、走査電極２０１上のＥＬ素子に蓄積した電荷を放電させ、そのＥＬ素子にかかる電
圧を一旦０Ｖにする。
【００２３】
　次に、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…を接地電圧とする。すると、走査電極２０１に接続され
る走査側ドライバＩＣ２内の寄生ダイオード２１ｄの作動により、走査電極２０１から、
選択走査終了後に電荷が放電されたＥＬ素子１１１、１１２、…を介してデータ側ドライ
バＩＣ３に電流が流れ、ＥＬ素子１１１、１１２、…が変調電圧Ｖｍ分充電される。この
ことにより、再び全てのＥＬ素子が変調電圧Ｖｍ分充電される。そして、データ側ドライ
バＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオンし、データ電極３０１、３０２、３
０３、…の電圧をＶｍにする。このとき、走査側ドライバＩＣ２の寄生ダイオードの極性
により、ＥＬ素子に充電された電荷は放電しない。
【００２４】
　次に、２行目の走査電極２０２に接続されている走査側ドライバＩＣ２のＰチャンネル
ＦＥＴ２２ａをオンして、走査電極２０２の電圧をＶｒにする。また、他の走査電極に接
続されている走査側ドライバＩＣ２の出力段ＦＥＴを全てオフにしそれらの走査電極をフ
ローティング状態にする。また、データ電極３０１、３０２、３０３、…の電圧レベルを
、発光させたいＥＬ素子と発光させたくないＥＬ素子に応じた電圧レベルとすることによ
り、上記したのと同様にして２行目のＥＬ素子の発光駆動を行う。
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【００２５】
　図２のタイミングチャートでは、データ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴ３１ａ
をオン、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂをオフにし、データ電極３０１の電圧をＶｍとして、
ＥＬ素子１２１にＶｒ－Ｖｍの電圧を印加し、ＥＬ素子１２１を発光させない状態を示し
ている。この後、２行目の走査電極２０２に接続されている走査側ドライバＩＣ２のＰチ
ャンネルＦＥＴ２２ａをオフ、ＮチャンネルＦＥＴ２２ｂをオンにし、データ側ドライバ
ＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ…をオン、ＮチャンネルＦＥＴ３１
ｂ、３２ｂ、３３ｂ…をオフにすることにより、走査電極２０２上のＥＬ素子に蓄積した
電荷を放電させる。
【００２６】
　次に、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…を接地電圧とする。すると、走査電極２０２に接続され
る走査側ドライバＩＣ２内の寄生ダイオード２２ｄの作動により、走査電極２０２からＥ
Ｌ素子１２１、…を介してデータ側ドライバＩＣ３に電流が流れ、ＥＬ素子１２１、…が
変調電圧Ｖｍ分充電される。このことにより、再び全てのＥＬ素子が変調電圧Ｖｍ分充電
される。そして、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオンし
、データ電極３０１、３０２、３０３、…の電圧をＶｍにする。このとき、走査側ドライ
バＩＣ２の寄生ダイオードの極性により、ＥＬ素子に充電された電荷は放電しない。
【００２７】
　以後、同様にして、最後の走査線に至るまで上記した正フィールドでの作動を繰り返す
、線順次走査を行う。
（負フィールド）スイッチング素子５２、６１をオン、５１、６２をオフにし、極性を反
転させて正フィールドと同様な動作を行う。この時、走査電極の基準電圧は接地電圧とな
る。また、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…の電圧を接地電圧にする。この状態では、全てのＥＬ素
子に印加される電圧が０Ｖになるため、ＥＬ素子は発光しない。
【００２８】
　次に、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…を変調電圧Ｖｍとする。このとき、走査側ドライバＩＣ
２の寄生ダイオード２１ｃ、２２ｃ、２３ｃ、…の作動により、全てのＥＬ素子から走査
電極を介して走査側ドライバＩＣ２に電流が流れ、全てのＥＬ素子が変調電圧Ｖｍ分充電
される。その後、再びデータ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…をオ
ンし、データ電極３０１、３０２、３０３、…の電圧を接地電圧にする。このとき、走査
側ドライバＩＣ２の寄生ダイオードの極性により、ＥＬ素子に充電された電荷は放電しな
い。
【００２９】
　この後、負フィールドでの発光動作を開始する。まず、１行目の走査電極２０１に接続
されている走査側ドライバＩＣ２のＮチャンネルＦＥＴ２１ｂをオンにして、走査電極２
０１の電圧を－Ｖｒ＋Ｖｍにする。また、他の走査電極に接続されている走査側ドライバ
ＩＣ２の出力段ＦＥＴを全てオフにしそれらの走査電極をフローティング状態にする。
【００３０】
　一方、データ電極３０１、３０２、３０３、…のうち発光させたいＥＬ素子のデータ電
極に接続されているデータ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴをオン、Ｎチャンネル
ＦＥＴをオフにし、発光させたくないＥＬ素子のデータ電極に接続されているデータ側ド
ライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴをオフ、ＮチャンネルＦＥＴをオンにする。
【００３１】
　このことにより、発光させたいＥＬ素子のデータ電極の電圧がＶｍになるため、ＥＬ素
子に電圧Ｖｒがかかり、ＥＬ素子が発光する。また、発光させたくないＥＬ素子のデータ
電極の電圧は接地電圧のままとなり、ＥＬ素子にはＶｒ－Ｖｍの電圧が印加されるため、
ＥＬ素子は発光しない。図２のタイミングチャートでは、データ側ドライバＩＣ３のＰチ
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ャンネルＦＥＴ３１ａをオン、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂをオフにして、ＥＬ素子１１１
にＶｒの電圧を印加し、ＥＬ素子１１１を発光させる状態を示している。この後、１行目
の走査電極２０１に接続されている走査側ドライバＩＣ２のＰチャンネルＦＥＴ２１ａを
オン、ＮチャンネルＦＥＴ２１ｂをオフにし、データ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦ
ＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ…側をオフ、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ…
側をオンにすることにより、走査電極２０１上のＥＬ素子に蓄積した電荷を放電させる。
【００３２】
　次に、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…の電圧をＶｍとする。すると、走査電極２０１に接続さ
れる走査側ドライバＩＣ２内の寄生ダイオード２１ｃの作動により、ＥＬ素子１１１、１
１２、…から走査電極２０１を介して走査側ドライバＩＣ２に電流が流れ、ＥＬ素子１１
１、１１２、…が変調電圧Ｖｍ分充電される。このことにより、再び全てのＥＬ素子が変
調電圧Ｖｍ分充電される。そして、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３
３ｂ、…をオンし、データ電極３０１、３０２、３０３、…を接地電圧にする。このとき
、走査側ドライバＩＣ２の寄生ダイオードの極性により、ＥＬ素子に充電された電荷は放
電しない。
【００３３】
　次に、２行目の走査電極２０２に接続されている走査側ドライバＩＣ２のＮチャンネル
ＦＥＴ３１ａをオンして、走査電極２０２の電圧を－Ｖｒ＋Ｖｍにする。また、他の走査
電極に接続されている走査側ドライバＩＣ２の出力段ＦＥＴを全てオフにしそれらの走査
電極をフローティング状態にする。また、データ電極３０１、３０２、３０３、…の電圧
レベルを、発光させたいＥＬ素子と発光させたくないＥＬ素子に応じた電圧レベルとする
ことにより、上記したのと同様にして２行目のＥＬ素子の発光駆動を行う。
【００３４】
　図２のタイミングチャートでは、データ側ドライバＩＣ３のＰチャンネルＦＥＴ３１ａ
をオフ、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂをオンにし、データ電極３０１を接地電圧として、Ｅ
Ｌ素子１２１にＶｒ－Ｖｍの電圧を印加し、ＥＬ素子１２１を発光させない状態を示して
いる。この後、２行目の走査電極２０２に接続されている走査側ドライバＩＣ２のＰチャ
ンネルＦＥＴ２１ａをオン、ＮチャンネルＦＥＴ２１ｂをオフにし、データ側ドライバＩ
Ｃ３のＰチャンネルＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ…をオフ、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂ
、３２ｂ、３３ｂ…をオンにすることにより、走査電極２０２上のＥＬ素子に蓄積した電
荷を放電させる。
【００３５】
　次に、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…をオンし、データ
電極３０１、３０２、３０３、…の電圧をＶｍとする。すると、走査電極２０２に接続さ
れる走査側ドライバＩＣ２内の寄生ダイオード２２ｃの作動により、ＥＬ素子１２１、…
から走査電極２０２を介して走査側ドライバＩＣ２に電流が流れ、ＥＬ素子１２１、…が
変調電圧Ｖｍ分充電される。このことにより、再び全てのＥＬ素子が変調電圧Ｖｍ分充電
される。そして、データ側ドライバＩＣ３のＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…をオンし
、データ電極３０１、３０２、３０３、…を接地電圧にする。このとき、走査側ドライバ
ＩＣ２の寄生ダイオードの極性により、ＥＬ素子に充電された電荷は放電しない。
【００３６】
　以後、同様にして、最後の走査線に至るまで上記した負フィールドでの作動を繰り返す
。そして、上記した正負フィールドでの駆動により１サイクルの表示動作が終了し、これ
を繰り返し行う。従って、この実施形態によれば、正負のフィールドにおいて１行目の走
査を開始する前に、全てのＥＬ素子を変調電圧Ｖｍ分充電し、また選択走査終了後に、逐
次、選択走査が行われた走査電極に接続されたＥＬ素子を変調電圧Ｖｍ分充電するように
しているから、ある行の選択走査を行うときに他の行のＥＬ素子に不要な回り込み電流が
流れるのを防止し、各行間で輝度ムラが生じないようにすることができる。
【００３７】
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　特に、走査側ドライバＩＣ２、データ側ドライバＩＣ３の出力段にＦＥＴなどの電流を
制限する機能を有する素子を用いた場合や、抵抗やインダクタ等で出力電流を制限しなが
ら駆動を行う場合には、不要な回り込み電流による輝度ムラの影響が大きいため、上記実
施形態のように構成することによって輝度ムラを低減する効果は大きい。
【００３８】
　次に、上記した変調電圧Ｖｍ分の充電を行うためのデータ側ドライバＩＣ３の構成につ
いて説明する。図３にその具体的な構成を示す。データ側ドライバＩＣ３は、シフトレジ
スタ回路３１１、ラッチ回路３１２、カウンタ３１３、コンパレータ３１４、アンド回路
３１５、排他的論理和回路３１６、出力回路３１７、および図１に示すＰチャンネルＦＥ
Ｔ３１ａ、３２ａ、…、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、…から構成されている。
【００３９】
　シフトレジスタ回路３１１には、Ａ PORT IN、Ｂ PORT INに４ビットのカラムデータ信
号（階調表示を行うための階調データ）が入力される。その入力されたカラムデータ信号
は、ドットクロック信号ＣＫ１の立ち上がりに同期して、図に示す各シフトレジスタに転
送される。シフトレジスタ回路３１１に全てのカラムデータ信号が転送された後、水平同
期信号をなすＳＴＢ（ストローブ）バー信号がＬ（ロー）レベルになると、その時のシフ
トレジスタ回路３１１の出力がラッチ回路３１２にラッチされ、ＳＴＢバー信号がＬレベ
ルの期間中そのデータが保持される。
【００４０】
　次に、ＣＬ（クリア）バー信号がＬレベルからＨ（ハイ）レベルになると、発光層に印
加する電圧のパルス幅を決定するカウンタ３１３とコンパレータ３１４が動作可能になる
。このとき、コンパレータ３１４からは、カラムデータ信号が０Ｖ（表示を行わないデー
タ）以外のとき、Ｈレベル信号が出力される。カウンタ３１３は、クロック信号ＣＫ２に
よりカウントアップを行い、コンパレータ３１４は、カウンタ３１３のカウント値とラッ
チ回路３１２にラッチされた出力Ｑ1 、…Ｑ1 とをそれぞれ比較し、値が一致したものの
出力をＨレベルからＬレベルにする。
【００４１】
　コンパレータ３１４の出力は、アンド回路３１５に入力される。この実施形態において
は、ＢＬＫ（ブランキング）信号は常にＨレベルになっており、コンパレータ３１４の出
力は、そのまま排他的論理和回路３１６の各論理素子の一方の端子に入力される。また、
排他的論理和回路３１６の各論理素子の他方の端子には、ＰＣバー信号を反転した信号が
入力される。このＰＣバー信号は、図２に示す波形になるように設定されている。すなわ
ち、ＰＣバー信号は、正フィールドでは、１行目の走査開始前および各行の選択走査終了
後に所定期間Ｌレベルになり、それ以外はＨレベルになるように変化し、また負フィール
ドでは、１行目の走査開始前および各行の選択走査終了後に所定期間Ｈレベルになり、そ
れ以外はＬレベルになる。その結果、正フィールドにおいては、１行目の走査開始前およ
び各行の選択走査終了後に、Ｈレベルの信号が出力回路３１７に出力され、それ以外の時
には、コンパレータ３１４の出力信号が出力回路３１７に出力される。また、負フィール
ドにおいては、１行目の走査開始前および各行の選択走査終了後に、Ｌレベルの信号が出
力回路３１７に出力され、それ以外の時には、コンパレータ３１４の出力を反転した信号
が出力回路３１７に出力される。
【００４２】
　出力回路３１７の各論理素子には、ＯＥ（出力イネーブル）信号が入力されており、こ
の実施形態ではＯＥ信号は常にＨレベルになっている。従って、排他的論理和回路３１５
からの出力信号に応じ、出力信号がＨレベルのときにはＮチャンネルＦＥＴ側がオンし、
出力信号がＬレベルのときにはＰチャンネルＦＥＴ側がオンする。
【００４３】
　その結果、正負のフィールドにおいて、階調データに応じたデータ電圧がデータ電極３
０１、３０２、３０３、…に出力されるとともに、正フィールドにおいては、１行目の走
査開始前および各行の選択走査終了後に、データ側ドライバＩＣ３のＮチャンネルＦＥＴ
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３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…側のみがオンし、データ電極３０１、３０２、３０３、…が
接地電圧になって上記した変調電圧Ｖｍ分の充電が行われ、また負フィールドにおいては
、１行目の走査開始前および各行の選択走査終了後に、データ側ドライバＩＣ３のＰチャ
ンネルＦＥＴ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…側のみがオンし、データ電極３０１、３０２、
３０３、…の電圧がＶｍになって上記した変調電圧Ｖｍ分の充電が行われる。
【００４４】
　なお、図３では４０個の出力を行う１つのデータ側ドライバＩＣについて示しているが
、このドライバＩＣのＡ PORT OUT 、Ｂ PORT OUT を、後段のドライバＩＣのＡ PORT IN
、Ｂ PORT INに接続するようにしていけば、複数のデータ側ドライバＩＣにて所望数の出
力を得ることができる。次に、図１に示す走査電圧供給回路５、６、データ電圧供給回路
７の具体的な構成について説明する。
【００４５】
　図４にその具体的な構成を示す。電圧供給回路（電源回路）５～７は、Ｖｍの電圧を有
する第１の電源８１と、Ｖｒ－Ｖｍの電圧を有する第２の電源８２を有しており、第１の
電源８１の陽極と第２の電源８２の陰極とがＰチャンネルＦＥＴ（第１のスイッチング手
段）８４を介して接続されている。また、第２の電源８２の陽極はＮチャンネルＦＥＴ（
第２のスイッチング手段）８３を介して接地されている。
【００４６】
　ＰチャンネルＦＥＴ８４には、入力端子Ｓ２からカップリングコンデンサ８５、入力保
護用のツェナーダイオード８６、抵抗８７、およびフィルタ回路８８を介して制御信号が
入力される。また、ＮチャンネルＦＥＴ８３には、入力端子Ｓ１からフィルタ回路８９を
介して制御信号が入力される。正フィールドにおいては、入力端子Ｓ１、Ｓ２共にローレ
ベルの制御信号が入力され、ＮチャンネルＦＥＴ８３がオフし、ＰチャンネルＦＥＴ８４
がオンする。この時、第２の電源８２の陰極から第１の電源８１の電圧Ｖｍがオフセット
電圧としてＮチャンネルＦＥＴソース側共通線Ｌ２に出力され、また第２の電源８２の陽
極から電圧Ｖｒ（＝Ｖｒ－Ｖｍ＋Ｖｍ）がＰチャンネルＦＥＴソース側共通線Ｌ１に出力
される。また、第１の電源８１の陽極、陰極から電圧Ｖｍ、接地電圧がそれぞれデータ側
ドライバＩＣ３に供給される。
【００４７】
　従って、上記した電圧により、正フィールドでの駆動電圧が作成される。また、負フィ
ールドにおいては、入力端子Ｓ１、Ｓ２共にハイレベルの制御信号が入力され、Ｎチャン
ネルＦＥＴ８３がオンし、ＰチャンネルＦＥＴ８４がオフする。このことにより、第２の
電源８２の陰極から－Ｖｒ＋Ｖｍの電圧がＮチャンネルＦＥＴソース側共通線Ｌ２に出力
され、また第２の電源８２の陽極から接地電圧がＰチャンネルＦＥＴソース側Ｌ１に出力
される。
【００４８】
　従って、これらの電圧により負フィールドでの駆動電圧が作成される。このように単一
の電源手段８２を用いて、正フィール時におけるＶｒとＶｍの電圧、負フィールド時にお
ける－Ｖｒ＋Ｖｍの電圧と接地電圧を走査側ドライバＩＣ２に供給するようにした場合、
電源回路５～７と走査側ドライバＩＣ２の間のラインＬ１、Ｌ２の抵抗成分（ラインＬ１
、Ｌ２に抵抗を設ける場合もある）やＦＥＴ８３、８４のオン抵抗により、上記した実施
形態のように各ＥＬ素子に予め変調電圧Ｖｍ分の充電を行っておかないと、選択走査時に
流れる回り込み電流によって正フィールドにおいてはオフセット電圧Ｖｍが低下し、負フ
ィールドにおいては接地電圧が上昇し、それに伴って発光駆動用の電圧Ｖｒ、－Ｖｒ＋Ｖ
ｍが変化する。このため、ＥＬ素子に十分な発光駆動電圧を印加することができなくなる
という問題が生じるが、上記実施形態のように各ＥＬ素子に予め変調電圧Ｖｍ分の充電を
行っておくことにより、選択走査時には回り込み電流が流れないため、発光駆動用の電圧
Ｖｒ、－Ｖｒ＋Ｖｍを安定させることができる。
【００４９】
　なお、上記した実施形態における走査側ドライバＩＣ２、データ側ドライバＩＣ３、電
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源回路５～７は、図示しないコントロール回路からの種々の制御信号によって制御される
。また、電源回路５～７としては、上記したような単一の電源手段８２を用いずに、独立
した電圧構成のものとすることもできる。但し、この場合には、正のフィールドにおいて
、ＮチャンネルＦＥＴソース側共通線Ｌ２の電圧がＶｍより低下したときでもＰチャンネ
ルＦＥＴソース側Ｌ１の電圧Ｖｒは変化しないため、走査側ドライバＩＣ２に印加される
電圧がＶｒ－Ｖｍより大きくなる。また負のフィールドにおいて、ＰチャンネルＦＥＴソ
ース側Ｌ１の電圧が接地電圧より高くなったときでもＮチャンネルＦＥＴソース側共通線
Ｌ２の－Ｖｒ＋Ｖｍは変化しないため、走査側ドライバＩＣ２に印加される電圧がＶｒ－
Ｖｍより大きくなる。
【００５０】
　従って、この場合には、走査側ドライバＩＣ２の耐圧を大きくしておく必要があるが、
図５に示すように、正のフィールドにおいて、走査電圧を印加するときにスイッチング素
子５１をオン、スイッチング素子６２をオフするようにしておけば、ＮチャンネルＦＥＴ
ソース側共通線Ｌ２の電圧をＶｍにすることができるため、走査側ドライバＩＣ２に印加
される電圧をＶｒ－Ｖｍにすることができ、また負のフィールドにおいても、走査電圧を
印加するときにスイッチング素子６１をオン、スイッチング素子５２をオフするようにし
ておけば、ＰチャンネルＦＥＴソース側Ｌ１の電圧を接地電圧にすることができるため、
走査側ドライバＩＣ２に印加される電圧をＶｒ－Ｖｍにすることができる。このため、上
記した走査側ドライバＩＣ２の耐圧の問題を解決することができる。
【００５１】
　なお、この第１実施形態において、図６に示すように、走査電圧、データ電圧を、走査
電極、データ電極の両側から印加するようにしてもよい。この場合、配線抵抗により駆動
波形がなまるのを低減することができるため、選択走査後の画素への充電を短時間で行う
ことが可能になり、次の行の走査に移るまでの時間を短くすることができる。その結果、
走査周波数を上げることができるため、輝度を大きくすることができる。
（第２実施形態）次に、第２実施形態について説明する。この実施形態では、走査電圧パ
ルスの印加終了直後に、全てのデータ電極３０１、３０２、３０３、…をハイインピーダ
ンスにして、選択走査が終了した走査電極（以下、選択走査電極という）に接続されたＥ
Ｌ素子に蓄積された電荷を、選択走査されていない走査電極（以下、非選択走査電極とい
う）に接続されたＥＬ素子に移動させ、そのＥＬ素子に回り込み電流を流して変調電圧Ｖ
ｍ分の充電を行うようにしている。
【００５２】
　このため、この実施形態においては、選択走査電極に接続された走査側ドライバＩＣ２
におけるＰチャンネルＦＥＴをオンして選択走査電極に走査電圧パルスを印加した後、そ
の選択走査電極に接続されたＮチャンネルＦＥＴをオンして選択走査電極に接続された各
ＥＬ素子の放電を行うタイミングで、データ電極３０１、３０２、３０３、…をハイイン
ピーダンスにしている。
【００５３】
　具体的には、図３に示すデータ側ドライバＩＣ３の構成において、ＰＣバー信号を正フ
ィールドではＨレベル、負フィールドではローレベルに固定して従来のものと同様のもの
とし、その代わりに、選択走査電極に接続された各ＥＬ素子を放電するとき、すなわち選
択走査電極に接続された走査側ドライバＩＣ２におけるＮチャンネルＦＥＴをオンして放
電を行うときに、ＯＥバー信号を、図７に示すようにＬレベルにして、全てのデータ電極
３０１、３０２、３０３、…をハイインピーダンスにしている。すなわち、ＯＥバー信号
がＬレベルになると、出力回路３１７におけるオアゲートの出力がＨレベル、アンドゲー
トの出力がＬレベルになって、データ側ドライバＩＣ３の出力段であるＰチャンネルＦＥ
Ｔ３１ａ、３２ａ、３３ａ、…、ＮチャンネルＦＥＴ３１ｂ、３２ｂ、３３ｂ、…が全て
オフし、全てのデータ電極３０１、３０２、３０３、…がハイインピーダンスになる。
【００５４】
　このように選択走査電極に走査電圧パルスを印加して選択走査電極に接続されたＥＬ素
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子の放電を行うときに、全てのデータ電極３０１、３０２、３０３、…をハイインピーダ
ンスにすることによって、選択走査電極に接続されたＥＬ素子に蓄積された電荷を、非選
択走査電極に接続されたＥＬ素子に移動させ、そのＥＬ素子に回り込み電流を流して変調
電圧Ｖｍ分の充電を行うことができる。
【００５５】
　すなわち、選択走査電極に走査電圧パルスが印加されると、その選択走査電極に接続さ
れた各ＥＬ素子の走査電極側にはプラスの電荷が蓄積され、データ電極側にはマイナスの
電荷が蓄積される。そして、そのＥＬ素子に蓄積された電荷を放電するときに、走査電極
側に蓄積されたプラスの電荷は、走査電極を介した放電経路の形成によって放電されるが
、データ電極側に蓄積されたマイナスの電荷は、データ電極がハイインピーダンスになっ
ているため、非選択電極に接続されたＥＬ素子に回り込む。その結果、そのＥＬ素子に回
り込み電流が流れ、変調電圧Ｖｍ分充電される。
【００５６】
　このように、この実施形態においても各ＥＬ素子に変調電圧Ｖｍ分の充電を行っている
から、第１実施形態と同様、輝度ムラを低減することができる。この場合、選択走査に接
続されたＥＬ素子に蓄積された電荷を利用して非選択電極に接続されたＥＬ素子に回り込
み電流を流して充電を行うようにしているから、第１実施形態に比べて消費電力を少なく
することができる。
【００５７】
　なお、データ電極３０１、３０２、３０３、…をハイインピーダンスにするタイミング
は、非選択電極に接続されたＥＬ素子に変調電圧Ｖｍ分の充電ができるのであれば、選択
走査電極に接続された各ＥＬ素子を放電するタイミングと異なっていてもよい。また、こ
の実施形態においても、第１実施形態と同様、正負のフィールドにおける１行目の走査開
始前に全てのＥＬ素子に変調電圧Ｖｍ分の充電を行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】第１実施形態に係るＥＬ表示装置の構成図である。
【図２】図１に示すものの駆動タイミングチャートを示す図である。
【図３】データ側ドライバＩＣ３の具体的構成を示す図である。
【図４】走査電圧供給回路５、６、データ電圧供給回路７の具体的な構成を示す図である
。
【図５】第１実施形態の変形例における駆動タイミングチャートを示す図である。
【図６】第１実施形態の変形例を示すＥＬ表示装置の構成図である。
【図７】第２実施形態における駆動タイミングチャートを示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１…ＥＬ表示パネル、２…走査側ドライバＩＣ、３…データ側ドライバＩＣ、５、６…
走査電圧供給回路、７…データ電圧供給回路。
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